
ПОВЪРХНОСТНИ ЯВЛЕНИЯ  

 1. Повърхностни енергетични нива 

0 Fnasn feNQ  

0 Fpdsp feNQ  

   

Фигура 1. Енергетични зони при 

отрицателен заряд на повърхността 

на полупроводник. 

Фигура 2. Енергетични зони при 

положителен заряд на повърхността 

на полупроводник. 
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Фигура 3. Енергетични зони при инверсен 

слой на повърхността на електронен (n-

тип) полупроводник. 

Фигура 4. Енергетични зони при 

инверсен слой на повърхността на 

дупчест (р-тип) полупроводник. 
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2. Изменение на повърхностната проводимост при изкривяване на зоните 

Ynn exp0 ,  Ypp  exp0 ,  
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3. Ефект на полето и повърхностни състояния 

 

Фигура 5. Схема на структурата МДП с омически ПП-М. 

CVQ        (3) 

sssc QQQ        (4) 

 



Фигура 6. Релаксация на повърхностната проводимост s  при ефекта на полето. 

 

Фигура 7. Зонната диаграма на полупроводник и окисен диелектричен слой. 
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4. Повърхностна рекомбинация 

nesj nn  ,  pesj pp  , 

ptpp vRs )1(25,0  , 

 

Фигура 8. Качествена зависимост на скоростта на повърхностна рекомбинация s 

от повърхностния потенциал s . 


